LIDIA EUKASIAK

Lidia tukasiak urodzita sie 16 grudnia 1964
roku w Warszawie. W 1983 roku ukoriczyta
XIV Liceum Ogdlnoksztatcace im. Klementa
Gottwalda (obecnie im. Stanistawa Staszica)
w Warszawie i w tym samym roku rozpocze-
ta studia na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. Od ukoriczenia studiéw (1988)
do chwili obecnej jest pracownikiem nauko-
wo-dydaktycznym Wydziatu Elektroniki i Tech-
nik Informacyjnych. W 1993 roku bytg sty-
pendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Stopieri doktora nauk technicznych uzyskata
w 1994 roku, a jej rozprawa doktorska poswie-
cona modelowaniu charakterystyk pradowo-
-napieciowych tranzystora MOS zostata wy-
rézniona Nagroda Premiera Rady Ministréw
(1995). Stopieri naukowy doktora habilitowa-
nego uzyskata w 2002 roku (rozprawa dotyczy-
ta modeli i elektrycznych metod charakteryza-
¢ji przyrzadéw MOS i MOS SOI). W 2005 roku
zostata powotana na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego na Politechnice Warszawskie;.
Od 2004 roku petni funkcje zastepcy dyrekto-
ra Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroni-
ki ds. dydaktycznych. Odbyta staze naukowe
w Irlandii (National Microelectronics Research
Centre — 8 miesiecy), Korei Potudniowej
(Kyung-Hee University — 2 miesiace) oraz USA
(Penn State University — 3 x 2 miesiace).
Zainteresowania badawcze Lidii tukasiak
obejmujg m.in.: modelowania przyrzadéw
MOS (metal -tlenek— pétprzewodnik) — mo-
dele statycznych charakterystyk pradowo-na-
pieciowych tranzystora MOS o podwyzszonej
doktadnosci (uwzglednienie wybranych efek-
téw fizycznych), model tranzystora i konden-
satora MOS z kanatem krzemogermanowym,
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model tranzystora MOS SOI, model charakte-
rystyk statycznych oraz napiecia progowego
dwubramkowego tranzystora MOS; charakte-
ryzacji przyrzadéw MOS, w szczegélnosci ba-
dari jakosci powierzchni granicznej dielektryk—
—pétprzewodnik dla nowych generacji dielek-
trykéw bramkowych (charakteryzacja podtozy
SOI metoda surface-charge profiling, charakte-
ryzacja struktur MIS metodami impulsowymi,
w tym metoda pompowania tadunku); mode-
lowania heteroztaczowych tranzystoréw bipo-
larnych z baza krzemo-germanowa (czas prze-
lotu, efekt Early’ego, wzmocnienie pradowe);
opracowania aparatury pomiarowo-kontrolnej,
gtéwnie dla celéw diagnostyki struktur pétprze-
wodnikowych (m.in. generator wymuszeri dla
metody pompowania tadunku, system do im-
pulsowej charakteryzacji przyrzadéw MOS).

Lidia tukasiak jest autorka lub wspétautor-
ka okoto 170 prac naukowych publikowanych
w czasopismach badZ materiatach konferencyj-
nych. Publikowata swoje prace m.in. w: ,IEEE
Transactions on Electron Devices”, ,Solid-State
Electronics”, ,Microelectronics Journal”, ,Ap-
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plied Physics Letters”, ,Electron Technology”,
,Journal of Telecommunications and Electron
Technology”. Referaty i komunikaty konferen-
cyjne byly prezentowane na wielu konferen-
cjach miedzynarodowych i krajowych (w tym
okoto 10 referatéw zaproszonych).

Byta zapraszana do wygtaszania referatéw
w wielu osrodkach badawczych i uniwersyte-
tach (m.in.: Uniwersytet Techniczny w Pradze,
Czechy, Kyung Hee University, Seul, Korea Pd.,
X-ion, Paryz, Francja, LETI, Lyon, Francja, Uni-
versity of Warwick, Warwick, Wielka Brytania,
Ecole Supérieure d’Electricité, Université de
Metz, Francja). Byta takze konsultantem firmy
X-ion (USA —Francja).

Jej dziatalnos¢ dydaktyczna obejmuje
wszystkie formy ksztatcenia w zakresie przy-
rzadéw pétprzewodnikowych, mikroelektro-
niki i techniki mikroprocesorowej. Byta promo-
torem trzech rozpraw doktorskich oraz okoto
30 prac dyplomowych inzynierskich i ma-
gisterskich.

Lidia tukasiak zajmuje sie réwniez popula-
ryzacja nauki (publikacje popularno-naukowe,
referaty dla mtodziezy szkolnej).

Jest cztonkiem Sekcji Mikroelektroniki Ko-
mitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej
Akademii Nauk od 1996 roku, a w latach
1996-2003 byta Sekretarzem Naukowym Sek-
cji. W latach 1992-1995 byta cztonkiem Kole-
gium Redakcyjnego Electron Technology. Od
2005 roku jest cztonkiem Technical Program-
me Committee miedzynarodowej konferencji
ESSDERC. Byta takze przewodniczaca Komi-
tetu Programowego 6%, 7t i 8" Symposium
,Diagnostics & Yield”, ,Advanced Silicon De-
vices and Technologies for ULSI Era” w Warsza-
wie (2003, 2006 i 2009), a takze wspotredak-
torem materiatéw konferencyjnych wydanych
przez ,Journal of Telecommunications and In-
formation Technology”. Byta takze cztonkiem
Komitetu Naukowego Konferencji Naukowej
ELTE 2007 i ELTE 2010 oraz wspdtprzewodni-
czacy Sekcji Mikroelektroniki i Nanoelektroni-
ki Konferencji Naukowej ELTE 2010. Jest recen-
zentem ,IEEE Transactions on Electron Devices
and Electron Device Letters”.





